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蒸着原料には電気化学工業製の高純度な SiO ナノ粉末を用いた。この SiO ナノ
粉末は平均 50nm の球状粒径を有し、Si と SiO2 の組成比は 1：1 に近い値である
が、Si の 3 次元結合の存在はなく、2 次元的に結合した Si-Si ネットワークの形
で Si を含んでいる特異性を示す。この特異性のために、真空蒸着後の SiOx 膜の
酸化度は高く、更に光酸化により SiO2 に近づくのである。 
真空蒸着により SiOx 膜を (100)p-Si 基板上に堆積し、ウェット酸素雰囲気中
400℃および 200℃で紫外線照射による光ウェット酸化処理を行った。上部及び
下部電極として Al を蒸着した後、水素アニール処理を行い、MOS キャパシタを
作製した。また 200℃で作製したサンプルにおいては、SiOx 膜堆積前に表面処理
として光ウェット酸化、水素アニールを行ったサンプルも作製した。得られた
MOS キャパシタの C-V 測定及び、J-E 測定を行い電気特性を評価した。  
400℃で光ウェット酸化処理を施したMOSキャパシタのJ-E測定結果から酸化
膜として求められる高い絶縁性を示し、C-V測定結果からも高周波及び
Quasi-static C-V曲線とも良好な特性を示した。また計算される界面準位密度は
6.0×1010cm-2･eV-1という値を示し、我々が作製した熱酸化膜に匹敵する値が得ら
れている。この結果は処理温度が400℃でも高品位なシリコン酸化膜の形成が実
現可能であることを実証した。 
またSiOナノ粉末から得られたSiOx膜では200℃の処理温度でも膜の絶縁性が
十分高いためにQuasi-static C-V測定が可能であり、水素アニール処理法と基板
表面処理の違いで界面準位密度の値に変化が見られた。光ウェット酸化により、
基板表面処理を施し、Al蒸着後のアニール時間を長くすることで、J-E特性にお
いて、リーク電流を低減することができた。またC-V特性においてフラットバン
ドシフト電圧の減少に加え、ヒステリシスの大きな減少も見られた。計算により
得られた界面準位密度は、9.74×1011cm-2･eV-1であった。この値は200℃の低温
で作製したSiOX膜では、大変小さな値である。  
以上より本研究成果より、今後さらなる酸化条件の最適化を検討することで、
高品位シリコン酸化膜を低温形成できると期待される。 
 
